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(g) Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements, insbesondere eines mit akustischen 
Oberflachenwilen arbeitenden OFW-Bauelements 

(g) Verfahren zur Herstellung eines OFW-Filters, bei dem 
eine in Basisplatten 2 vereinzelbare Tragerplatte 10 je- 
weils in den Basisplatten-Bereichen A mit Leiterbahnen 
versehen und diese in Flip-Chip-Technik nnit den aktiven 
Strukturen von OFW-Chips 1 kontaktiert warden, wonach 
eine Metall- oder Kunststoffolie 3 bzw. 4 auf die Chip-be- 
stiickte Tragerplatte 10 aufgelegt und z. B. druck- und war- 
mebehandelt wird, derart, daS sie jedes Chip 1 - ausge- 
nommen die zur Tragerplatte 10 gekehrte Chip-Flache - 
umhiillt und in den Bereichen zwischen den Chips herme- 
tfsch dicht auf der Tragerplatten-Flache aufliegt. 
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Die Erfindung betriffl ein Verfahren zur Herstellung eines 
elektronischen Bauelements, insbesondere eines mit akusti- 
schen Oberflachenwellen aibeitenden OFW-Bauelements, 
mit einem Chip mit piezoelektrischem Substrat und aktiven 
Filterstrukturen, die mit Leiterfoahnen einer Basisplatte kon- 
taktiert sind, und mit einem kappenfbrmigen Gehause, das 
den Chip umhtiUt und auf der Basisplatte dicht aufsitzt 
(DE 195 48 046 Al). 

Zum Schutz gegen storende Umwelteinflusse, insbeson- 
dere gegen chemisch aggressive Substanzen und Feuchtig- 
keit ist bei in Flip-Chip-Technik, d. h. mittels Bumps bzw. 
Lotkugeln mil den Leiterbahnen der Keramik- oder Kunst- 
stoff-Basisplatle kontaktierten aktiven Filterstrukturen zwi- 
schen Basisplatte und Chip eine gegebenenfalls mehrlagige, 
ublicherweise 2-lagige, strukturierte Schutzfolie, anmelder- 
seits PROTEC genannt, angeordnet. Geschiitzt durch diese 
Folie kann das OFW- Filter nach dem Flip-Chip-Bonden mit 
Vergufimasse, z. B. Epoxidharz, unterftillt und umgossen 20 
warden, ohne daB dabei die aktive Filterstruktur beschichtet 
und damit die Oberflachenwellen unzulassig gedampft wer* 
den. 

Es hat sich gczeigt, daB bei in Flip-Chip-Technik kontak- 
tierten OFW-Filtem hochstfrequenten DurchlaBbereichs, 
d. h. typischerweise bei Chip-Abmessungen kleiner etwa 2 
X 2 mm^, trotz Nichlunterfiillung der entsprechenden 
Raume zwischen Basisplatte und Chip eine ausreichende 
Stabilitat bei Temperaturwechselbelastung gegeben ist 

VeranlaBt durch diese Erkenntnis hat sich die Erfindung 
die Aufgabe gesiellt, ein Verfahren anzugeben, das einen 
Verzicht auf die teuere PROTEC-Kapselung der OFW-Bau- 
elemente ermoglicht und trotzdem ausgezeichnete OFW- 
Bauelemente schafft. 

Zur Losung dieser Aufgabe sieht die Erfindung bei einem 
Verfahren der eingangs genannten Art vor, daB eine in Ba- 
sisplatten vereinzelbare Tragerplatte jeweils in den Basis- 
platten-Bereichen mit Leiterbahnen versehen wird, dafi ein 
Chip je Basisplatten-Bereich mit dessen Leiterbahnen in 
Flip-Chip-Technik kontaktierl wird, daB eine Deckfolie, ins- 
besondere eine Metallfolie oder eine gegebenenfalls metall- 
beschichtete Kunststoff-Folie auf die Chip-bestuckte TVa- 
gerplatte aufgebracht wird, daB die Deckfolie behandelt, 
z. B. warme- und druckbehandelt wird derart, daB sie jedes 
Chip - ausgenommen die zur TVageiplatte gekehrte Chip- 45 
Hache - umhiillt und in Bereichen zwischen den Chips auf 
der Tragerplatten-Rache dicht aufliegt und daB die Trager- 
platte in die einzelnen OFW-Bauelemente aufgetiennt wird. 

Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteranspnichen 
und der Zeichnung samt Beschreibung entnehmbar. Bs 
zeigt: 

Fig. 1: in teils gebrochener Darstellung eine Draufsicht 
auf eine erfindung sgemaB verwendete Tragerplatte; 

Fig. 2: in teils geschnittener und gebrochener Darstellung 
eine Seitenansicht eines ersten Ausfuhrungsbeispieles einer 
gemaB dem Verfahren nach der Erfindung Chip-besLuckten 
Tragerplatte; und 

Fig. 3: ein zweites Ausfiihrungsbeispiel eines gemaB dem 
Verfahren nach der Erfindung gefertigten OFW-Filters 
gleichfalls in teils geschnittener Seitenansicht. 

Gtciche Teile sind dabei mit gleichen Bezugszeichen be- 
zeichnel: — ~ 

Beim ersterwahnten Verfahren wird eine langs den Trenn- 
Unien B-B' und C-C in Basisplatten 2 - s. Fig. 3 ~ vereinzel- 
bare Tragerplatte 10, z. B. eine Keramik- oder Kunststoff- 
platte, jeweils in den Basisplatten-Bereichen A mit in der 
2^ichnuDg nicht dargestellten Leiterbahnen versehen, die 
iiblicherweise zum riickseitigen Basisplatten-Bereich durch- 
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kontaktiert sind. Bevorzugt gleichzeitig mit dem Aufbrin- 
gen der Leiterbahnen wird dabei die Tragerplatte 10 entspre- 
chend den Basisplatten-Abmcssungen mit einem lotfahigen 
Metallraster 5 beschichtet und nachfolgend je Basisplatten- 
Bereich A dn Chip 1 mittels Bumps 6 mit dessen Leiterbah- 
nen in Flip-Chip-T&chnik kontaktiert 

Auf die Chip-bestiickte Tragerplatte 10 wird schlieBlich 
eine Deckfolie - namlich eine Metallfolie 3 geeigneter 
Dicke und Duktibilitat - aufgebracht und z. B. in einem Au- 
toklaven oder unter Vakuum druck- und wannebehandelt 
derart, daB sie jedes Chip 1 dicht umhiillt - ausgenommen 
die zur Ti^geiplatte 10 benachbarte Chip-FlSche - in den 
Bereichen zwischen den Chips 1 auf dem Metallraster 9 auf- 
liegt und mit diesem langs des lotfahigen Metallrahmens 
verldtet ist. 

Durch diese Art der Behandlung der Metallfolie 3 so auch 
durch Ultraschall-Beaufschlagung langs des Metallrasters 5 
schmiegt sich die Metallfolie 3 an jedes Chip 1 quasi als 
kappenfbrmiges Gehause an, das mit seinen Stimrandem 3a 
hermetisch dicht auf dem Metallrahmen 5 bzw. auf der Tra- 
gerplatte 10 aufsitzt. 

Vorausgesetzt es wird kein hermetisch dichter VerschluB 
zwischen Folie und Basisplatte benoligt, so kann anstelle 
der Metallfolie 3 eine gegebenenfalls zur elektromagneti- 
schen Abschirmung metallbeschichtete Kunststoff-Folie 4 - 
s. Fig. 3 - verwendet werden, die z. B. aus einem Kleberma- 
terial im B-Zu stand besteht oder auf ihrer zur Tragerplatte 
10 gekehrten Oberflache kleberbeschichtet isL Auch diese 
Folie, die wiederum einer Druck- und Warmebehandlung in 
einem Autoklaven unterzogen werden kann, umschlieBt den 
Chip hermetisch dicht. Allerdings sitzt, da sich bei Kunst- 
stoff-Folien ein Metallraster 5 eriibrigt, der Stimrand 4a je- 
des "Kunststoff-Gehauses" unmittelbar auf der TVagerplatte 
10 bzw. auf der Basisplatte 2 auf. 

Es erweist sich auch als geeignet, die Metall- oder Kunst- 
stoff-Folie 3 bzw. 4 vorab in einem durch die Basisplatten 2 
bestimmten RastermaB kappenfbrmig tief zu ziehen und 
diese teils tiefgezogene FoUe iiber die Chip-bestuckte Tra- 
gerplatte 10 zu stiilpen, wonach sie in vorgenannter Weise 
mit ihren auf der Tragerplatte 10 aufliegenden Bereichen 3a 
bzw. 4a mit der TYagerplatte dicht verbunden wird. Diese 
Moghchkeit ist insbesondere fiir schrumpflfreie oder 
schrumpfarme Tragerplatten von groBer Bedeutung. 

Die so entstandenen Gehause in Nutzentechnik konnen, 
wie dies in Fig. 2 sUichliniert (s. Bereich 7) angedeutet ist, 
durch Umpressen oder VergieBen, z. B. mit Epoxidharz, 
weiter stabilisiert und zusatzUch hermetisch dicht mit einem 
Metallmantel abgedichlet werden. 

Auf die AuBen- und/oder Innenflache der Metall- und 
KunststofiF-Folie 3 bzw. 4 konnen femer partiell Schichtfol- 
gen, bestehend aus Dampfungsmasse, aufgebracht werden, 
die so abgestimmt werden, daB sie gegebenenfalls im Zu- 
sammenwirken mit einer UmpreB- oder Vergufimasse 7 sto- 
rende akustische Volumenwellen dampfen. 

Als Dampfungsmasse eignen sich insbesondere gefullte 
Epoxidharze, z. B. mit SiOz. W, WO3 oder Ag als Fullkom- 
ponente. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen 
BauelementSi insbesondere eines mit akustischen 
Oberflachenwellen arbeitenden OFW-Bauelements, 
mit einem Chip (1) mit piezoelektrischem Substrat und 
aktiven Filterstrukturen, die mit Leiterbahnen einer Ba- 
sisplatte (2) kontaktiert sind, und mit einem kappenfbr- 
migen Gehause, das den Chip umhiillt und auf der Ba- 
sisplatte (2) dicht aufsitzt, dadurch gckcnnzcichnct. 
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daB eine in Basisplatten (2) vereinzelbare Tragerplatte 
(10) jeweils in den Basisplatlen-Bereichen (A) mitLei- 
lerbahnen versehen wird, daB ein Chip (1) je Basisplal- 
ten-Bereicb (A) mit dessen Leiterbahnen in Flip-Chip- 
Tcchnik kontaktiert wird, daB eine Deckfolie auf die 5 
Chip-bestuckte Trageiplatte (10) aufgebracht wird, daB 
die Deckfolie behandelt wird derart, daB sie jedes Chip 
(1) - ausgenommen die zur IVagerplalte (10) gekehrte 
Chip-Flache - umhtillt und in Bercichen zwischen den 
Chips (1) auf der TVagerplatten-Fiache aufliegl und lo 
daB die TrSgerplatte (10) in die einzelnen OFW-Bau- 
elemente (1, 2) aufgetrennt wird. 

2. Verfahren nach Anspnich 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB als Deckfolie eine Kunslstoff-Folie (4) ver- 
wendet wird. 15 

3. Verfahren nach Anspnich 1, dadurch gekennzeich* 
net, daB als Deckfolie eine metallbeschichtete Kunst- 
sioff-Folic (4) verwendet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Deckfolie eine auf ihrer zur TVager- 20 
platte (10) gekehrten Oberfl^che kleberbeschichtete 
Kunststoff-Folie (4) verwendet wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Deckfolie eine Kunslsloflf-Folie (4) 
aus einem Klebermaterial im B-Zustand verwendet 25 
wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
neU dafi als Deckfolie eine MetaUfolie (3) verwendet 
wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, daB die Trageiplatte (10) entsprechend den 
Basisplatten- Abmessungen mit einem lotfahigen Me- 
tallraster (5) beschichtet wird und daB auf die Chip-be- 
stiickte Tragerplatte (10) als Deckfolie eine MetaUfolie 
(3) aufgebracht und behandelt wird derart, daB sic jedes 35 
Chip (1) umhiillt - ausgenommen die zur Tragerplatte 
(10) benachbarte Chip-Rache - und in den Bereichen 
zwischen den Chips (1) auf dem Metallraster (5) auf- 
liegt und mit diesem verlotet ist. 

8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, daB die Deckfolie vorab in einem durch die 
Basisplatten (2) bestinunten RastermaB kappenformig 
tiefgezogen, iiber die Chip-bestiickte Tragerplatte (10) 
gestiilpl und mit ihren auf der Tragerplatte (10) auflie- 
genden Bereichen mit der Tragerplatte (10) verbunden 45 
wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Deckfolie durch Druck- und Warme- 
behandlung auf die Chips (1) und die Tragerplatte (10) 
aufgebracht wird. 50 

10. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Deckfolie durch Ultraschall-Beauf- 
schlagung langs des Metallrasters (5) mit der Trager- 
platte (10) verbunden wird. 

1 1 . Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 55 
net, daB die Druck- und Warmebehandlung unter Va- 
kuum erfolgt. 

12. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Tragerplatte (10) eine Keramik- oder 
Kunststoffplatte verwendet wird. 60 

13. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8 und 12, dadurch 
"giekennzeichnet, daB als Ti-agerplatte (10) eine durch- 

kontaktierte, beiderseits mit Leiterbahnen beschichtete 
Keramik- oder Kunststoffplatte verwendet wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekenn- 65 
zeichnet, daB die Deckfolie nach Umhiillung der Chips 
(1) mit Kunststoff (7) umpreBt oder umgossen wird. 

. 15. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8 und 14, dadurch 
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gekennzeichnet, daB auf die AuBen- und/oder Innenfla- 
che der Metall- und Kunststoff-Folie (3; 4) partiell 
Schichtfolgen, bestehend aus Dampfungsmasse aufge- 
bracht werden, die abgestimmt werden, so daB sie ge- 
gebenenfalls im Zusammenwirken mit einer UmpreB- 
oder VerguBmasse (7) storende akustische Volumen- 
wellen dSmpfen. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Dampfungsmasse gefuUtes Epoxid- 
harz verwendet wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB mit Si02, W, WO3 oder Ag gefUUtes Ep- 
oxidharz verwendet wird. 
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